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В настоящей работе анализируются требования, предъявляемые к аппаратуре для выращивания монокристаллов TeO2 и других высоко летучих кристаллов, и обсуждаются  особенности реализации ростовой установки по методу ОТФ для получения таких материалов. Проектирование основных элементов установки: конструкции кристаллизатора и теплового узла велось с учетом результатов численных расчетов теплообмена в ростовой камере. Показано, что найденные технические решения позволяют реализовать внутри ростовой камеры дополнительную герметичную зону, в которой поддерживается необходимое давление насыщенных паров кристаллизуемого материала. Испытание работоспособности ОТФ установки проводили при росте монокристаллов  KCl  и CsI (Tl). Проведены предварительные опыты по росту  TeO2.
